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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель – подготовить выпускников к научно-исследовательской деятельности, связанной с физическими основами

процессов ионно-плазменной обработки материалов электронной техники, вторичными эффектами,

сопровождающими ионно-плазменную обработку, традиционными способами контроля процессов ионно-

плазменной обработки.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

2.1.2 История и методология науки и техники в области электроники

2.1.3 Конструирование светоизлучающих устройств

2.1.4 Конструирование фотопреобразователей

2.1.5 Методы математического моделирования

2.1.6 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур

2.1.7 Физика квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике

2.2.2 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)

2.2.3 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык

2.2.4 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)

2.2.5 Приборы и устройства магнитоэлектроники

2.2.6 Приборы и устройства на основе наносистем

2.2.7 Проектирование и технология электронной компонентной базы

2.2.8 Технология материалов экстремальной электроники

2.2.9 Элионная технология в микро- и наноиндустрии

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.11 Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З3 методы исследования структур

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З3 базовые технологические процессы и маршруты наноэлектроники

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З1 современные методы анализа зависимости свойств полупроводниковых гетерокомпозиций от их фазового и

стехиометрического состава, поведения примесей и структурных дефектов

ПК-2-З2 теория планирования эксперимента и обработки данных

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З2 основы физики наноразмерных пленок

ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики,

химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью

получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми

эксплуатационными параметрами

Знать:

ПК-4-З1 методики измерений, в том числе понимать физическую сущность процесса измерения, принципы
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функционирования измерительных приборов, метрологическую составляющую обеспечения достоверности измерения

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Знать:

УК-1-З1 основы управления производством

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З1 технический английский язык

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 работать на технологическом оборудовании (выполнять все действия, которые делает оператор)

ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики,

химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью

получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми

эксплуатационными параметрами

Уметь:

ПК-4-У1 проводить стандартные испытания и технический контроль изделий электронной техники

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Уметь:

ПК-1-У5 планировать и проводить технологические эксперименты

ПК-1-У1 разрабатывать технологические маршруты изготовления приборов и устройств электроники и наноэлектроники

ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора, применять в

профессиональной деятельности глубокие знания фундаментальных наук, знания в междисциплинарных областях

Уметь:

ОПК-1-У1 профессионально использовать современное научно-исследовательское оборудование

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Уметь:

ПК-1-У2 измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

ПК-1-У4 оптимизировать параметры технологических процессов

ПК-1-У3 проводить анализ и определять причины отклонения параметров

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Владеть:

УК-1-В1 методами проектирования технологических процессов электроники и наноэлектроники;

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Владеть:

ПК-2-В1 поэтапный контроль технологических и электрофизических параметров контроля пластин


